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Аннотация  

Целью работы являлось исследования влияния высокотемпературного 

отжига на проводимость высокоомных подложек кремния (Si(111)). Для 

этого измерения проводимости подложек осуществлялись бесконтактным 

методом с помощью оборудования EddyCus (“Suragus”, Германия).  

Была определена температура, при которой у высокоомной подложки 

кремния при предэпитаксиальной подготовки появляется поверхностное 

сопротивление (300Ω/□) и примерная толщина проводящего слоя (6мкм), 

выдвинута гипотеза о связи появления нежелательной проводимости с 

диффузией примесных веществ при высокотемпературном отжиге. 
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